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テラヘルツ帯電磁波のゼロバイアス検波への応用デバイスの一つとしてバックワードダイオード (BWD)[1,2]

が期待されている。BWDはヘテロ接合障壁の高速なトンネル効果とゼロバイアス領域に強く生じる非線
形な電流-電圧特性を有する。我々は BWD に潜在するテラヘルツ受信デバイスとしての特性を活かした
レクテナ設計と試作・評価を目的として研究している。本稿では GaAsSb/InGaAs 系 BWD と自己補対
型ボウタイアンテナ (BTA)とを集積したレクテナについて 300GHz帯電磁波を照射させた際のゼロバイ
アス検波・整流特性の実測結果を報告する。試作に用いた BWDは SI-InP基板上に成長・プロセスした
p-GaAsSb/n-InGaAsヘテロ接合を用いたデバイスでありメサ径 2µmである。BTAの外形サイズは 250µm

である。BWDは BTAの中央間隙に集積し，引き出し線路と平滑用キャパシタを介して電極を形成してい
る。300GHz帯発生にはマイクロ波発振器と逓倍器を用いた。逓倍器に接続したダイアゴナルホーンアンテ
ナと試作レクテナの BTAを距離 d隔てて偏波方向を合致させた状況で照射を行った。Fig.1は d=2mmで
逓倍器の出力が 240GHzの時に 2.28dBmとしたときの直流整流電圧の 300GHz帯周波数特性の測定結果の
一例である。300GHzがピークとなる設計や整合設計の検討が更に必要であるが，電磁界照射無しの出力か
らは測定帯域全般に整流電圧が生じ，240GHzで 80mVとピークを示す近傍の半値全幅は約 10GHz程度と
観測された。
実測結果の理論的検討も行っている。BTAの 3D構造の電磁界解析モデルとBWDの等価回路モデルおよ
び 300GHz帯照射の周波数特性と正味にレクテナに入射された電力を模擬した等価電源を用いた連成解析に
より，実測整流出力のピーク近傍の周波数依存性を精度よく解釈可能な理論モデルが構築できることを明ら
かにした。なお BWDのモデル化には SI-InP基板上に成長・プロセスしたメサ径 2µmのGaAsSb/InGaAs

系 BWDの 110GHzまでの Sパラメータ実測結果を用い 300GHz帯特性は外挿予測した。
GaAsSb/InGaAs系 BWDと BTAとを集積したレクテナについて 300GHz帯電磁波を照射させた際のゼ
ロバイアス検波特性の実測を行い,220から 330GHzの帯域の整流電圧の周波数依存性を評価した。
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Fig. 1: Typical measured results of rectified DC voltage in BWD-BTA rectennas.
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